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目的

SOI(Silicon-On-Insulator)を用いた Monolithic Pixel Detectorの開発。

特徴

• センサー部と回路部で異なる抵抗値Siを選択できるので、完全空乏
化による高い電荷収集効率と複雑なCMOS回路が同時に実現出来る。

• 放射線に強く、高温でも動作。

• センサーとの接続部の浮遊容量が少なくS/Nが良い。
• 高い位置分解能（~µm)
• 高速、低消費電力、高機能

• 将来のLSIの主流であり、技術的発展の可能性が大きい。

• 先端プロセスによる SOI Pixel検出器は世界初となる。



スケジュール

10/7　　VDEC プリアンプ等回路TEGサブミット（2.5mm角チップ１種）
10/14　Pixelテストチップ 2.5mm角 x 4種 サブミット
2006年３月　試作チップ完成予定

現状

SOI CMOS 0.15umプロセスを元にスタート。
センサーとエレクトロニクスを接続する基板コンタクトを開発中。

センサー部　（高抵抗wafer)

Al

p+ n+200nm
SiO2

~50nm
　SOI

250~350um

pixelpixel

エレクトロニクス部



Pixel Layout Example


